TRANSISTORUN ANAHTAR DAVRANISLARI
1. On Bilgiler
1.1. Transistorlii Anahtarlar
Bu deneyde, siirekli halde ve gecis anlarinda transistorlii anahtarin davranislari incelenecektir.
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cikis dzegrileri

Sekil 1 de verilen emetor montajli transistor, VCC kaynagini RC yiikiine baglayan bir anahtar

olarak kullanilmigtir. Ortak emetdrlii bir transistoriin ¢ikis karakteristik egrileri sekil 2 de verilmistir.
Bu karakteristik ii¢ ayr1 ¢caligma bolgesine ayrilabilir; kesim, aktif ve doyum bolgeleri

» Kesim bolgesinde, emetor-baz ve kollektor-baz eklemleri tikama yoniinde kutuplanmistir.
Kolektor akimi Ic’ ¢ok kiigiik olan tikama yonii akimi ICBOya esittir. Bu durumda anahtarimiz agik

devredir.
» Aktif bolgede, emetor-baz eklemi iletim yoniinde, kolektdr-baz eklemi tikama yoniine
kutuplanir ve transistoriin I c ¢ikis akimi, IBgiris akimina gore oldukca dogrusal davranir. Bu ¢aligma

bolgesi dogrusal yiikselteglerde kullanilmakta olup, anahtar uygulamalarinda bu bdlge miimkiin
oldugunca ¢abuk gecilmelidir.

* Doyum bdlgesinde, hem kolektor-baz hem de emetor-baz eklemleri iletim ydniinde
kutuplanmistir. Bu durumda V CEgeriliminin degeri, transistoriin esik geriliminden kiiciiktiir.

Eger bir anahtar devresindeki transistoriin [ o Ve IB akimlar1 birbirlerinden bagimsiz olarak
devre tarafindan tanimlaniyorsa (| .- IC/ hFE) transistor doyumdadir.
Eger bir anahtar devresindeki transistoriin VCB gerilimi (NPN transistor i¢in) negatif ise

transistor doyumdadir.
Doyumda olan bir transistoriin IB baz akimu artirilarak VCESat gerilimi bir miktar daha kiiciiltiilebilir.

Bununla birlikte bu gerilim Si transistorlerde birka¢ yliz mV, Ge transistorlerde birkag on mV
kadardir.

1.2. Anahtarlama Aninda Transistoriin Davramslar:

Sekil 1 deki devrenin girigine sekil 3 deki VT(t) darbeleri uygulanirsa, V1 gerilim seviyesi transistorii
Q1 kesim noktasina, V2 gerilim seviyesi Q2 doyma noktasia gotiiriir. Q1 noktasindan Q2 noktasina

gecis cok hizhdir.
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2. Deney icin On Calisma
2.1. Transistoriin ¢aligma bolgelerini inceleyin.
2.2. Transistorlii anahtarlarda gecikme, ylikselme ve uzama zamanlarina sebep olan faktorleri arastirin.

2.3. Sekil 4 deki devrenin matematiksel analizini yaparak, IB akim ifadesini ¢ikarin. Potansiyometrenin

konumuna gore, transistoriin kesim ve doyuma girme durumlarini irdeleyin.

2.4. 2N3904 transistoriin katalogunu yaninizda bulundurunuz.

2.5. Deney esnasinda en az 2 adet avometre yaninizda bulundurmamz gerekmektedir.

2.6. Malzemeleri devreleri kontrol ederek eksiksiz bir sekilde yaninizda bulundurunuz.
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3. Deneyin Yapihis1
3.1. Sekil 4 de verilen devreyi kurun. 1B V€ ¢ degerlerini 6lgecek sekilde ampermetreleri baglayin
(blok c).

a) Potansiyometre yardimiyla transistorii kesime sokun. IB, Ic V& VCE degerlerini 6lgiin. Ic=0
yapan en biiyiik VBE degerini belirleyin (esik gerilimi).

b) Potansiyometre yardimiyla transistorii aktif bolgede galistirin ve aktif bolge icerisinde IB—Ic ve
Ic—VCcE degisimlerini belirleyip egrilerini ¢izin.

C) Potansiyometre yardimiyla devreyi doyum esigine (aktif bolgeden doyum bolgesine gegildigi
an) getirin. Potansiyometrenin bu degerinden 12 V’a kadar IB, Ic Ve VcE degerlerini adim adim
Olciin. IB—Ic ve Ic—V cE degisimlerini belirleyip egrilerini ¢izin.
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3.2. Sekil 5 de verilen devreyi kurun. IB ve Ic degerlerini dlgecek sekilde ampermetreleri baglaymn
(blok c).
a) Giriste 5 V bagh iken, transistoriin hangi bolgede calistigini belirleyin. IB, Ic ve VCcE

degerlerini kaydedin.
b) Ayni deneyi, girisi topraga baglayarak tekrarlayin.
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3.3. Sekil 6 da verilen devreyi kurun. IB ve Ic degerlerini Ol¢ecek sekilde ampermetreleri baglaym
(blok ¢). Girise =3 V =—18 V ayarlanabilir gerilim kaynagi baglayin. Baz-emetor eklemini zener

kirilmasina sokup, /B ve Ic akimlarindaki degisimi inceleyin.
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3.4. Sekil 7 deki devreyi kurun ve girisine kare dalga iireteci baglaym. 1kHz ,50 kHz ve 100 kHz’lik
giris frekanslarinda giris ve ¢ikis dalga sekillerini 6l¢ekli olarak ¢izin. Gecikme, yiikselme, uzama ve

diisme siirelerini 6l¢iin.
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